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EL54A Laboratorio de Electr 6nica

Experiencia N°2 : Aplicaciones basicas con transistores de efecto de campo
(F.E.T.)

A. Objetivos

Aplicacién del Transistor por Efecto de Campo (F.E.T.).
Introduccion alas técnicas de disefio de circuitos selectivos en frecuenciay osciladores.

B. Preinforme
1. Disefie € circuito que permita medir la curva de transconductancia (Id = f [Vgs] )
del FE-T MPF 102 (u otro).

2. Disefie @ circuito de polarizacion del F.E.T. para su punto de coeficiente térmico
nulo. Experimentalmente se ha comprobado que para un F.E.T de este tipo, éste
corresponde al punto en que:

Vs =|Vg|-0,63 Vpp =10[V]
3. Disefie un amplificador simple sintonizado que cumpla con las siguientes
especificaciones:

Frecuencia Central 400 [kHZ]
Ancho de Banda 20 [kHZ]

Para esto se dispone de un FET y una bobina con las siguientes caracteristicas:

1 3

Razén de espira N/N 3 L
Inductancia L 500 [nH] N, N
Factor de Calidad Q 50

El F.E.T. se polariza como en B-2, y

; Figural
en fuente comun.




Departamento de Ingenieria

fefn =

Cacule la impedancia de salida y la ganancia de tension a sefides pequefias.
Indique un método para medir experimentalmente estas impedancias.

4. Simule € Circuito disefiado mediante P-Spice u otro programa de simulacion:
obtenga la respuesta de frecuencia del amplificador

5. Disefie un oscilador de 400 kHz con F.E.T., realimentando & amplificador
sintonizado en B-3 adecuadamente. Calcular laimpedancia de salida.

C. Trabajo delaboratorio

Medir la curva de transconductanciadel F.E.T..

2. Con los valores medidos de Ipss y V), corregir €l circuito de polarizacion disefiado
en el pre-informe. Verificar que se cumpla con lo calculado en € disefio.

3. Armar € circuito disefiado en B-3 con la polarizacién de C-2. Hacer los gjustes
necesarios para cumplir con lafrecuencia central y el ancho de banda requeridos.

- Medir larespuesta de frecuencia de tensién entre 10 Khz a2Mhz
- Medir laimpedancia de entrada e impedancia de salida alafrecuencia central.

4. Armar € circuito disefiado en B-5.
- Medir lafrecuenciadel oscilador y suimpedanciade salida.
- Medir latension de salida en vacio y con una cargaigual alaimpedancia de salida.
- Registrealaforma de onda de saliday verifique si se observa distorsion

D. Informefinal

1. Indicar € circuito definitivo. Comente las diferencias con respecto del disefio original.

2. Indicar en todos los casos los procedimientos de medida utilizados y los valores
obtenidos; compararlos con €l disefio y la simulacién cuando corresponda. Comente.

3. Conclusiones.
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Field—Effect Transistors

JFETs

JFETs operate in the depletion mode. They are available in

both P—and N—channel and are offered in both Through-hole CASE 29-04
and Surface Mount packages. Applications include general— . TO-226AA
purpose amplifiers, switches and choppers, and RF amplifiers 2 To-82)

and mixers. These devices are economical and very
rugged. Thedrainand source are interchangeable onmany
typical FETs.

Table 26, JFET Low-Frequency/Low-Nolse

The following takle is a listing of small-signal JFETs intended for low—-noise agplications in the audio range. These devices
exhibit good linearity and are candidates for hi-fi and instrumentation equipment.

v VE&{oit) Ipss
Rg ftas| @1 Re [fos|@ f (BR)GSS Volts mA
Cigs Crae | V(BR)GDO
mmha pmho pF pF Volte
Device Min kHz Max kHz Max Max Min Min Max Min Max Style
Case 29-04 — TO-228AA (TO-92] — N-Channel
1202 - - - — - - 40 0.8 4.0 0.9 4.5 5
2MN5457 1.0 1.0 50 1.0 7.0 3.0 25 0.5 8.0 1.0 5.0 5
2N5458 1.5 1.0 50 1.0 7.0 3.0 25 1.0 7.0 2.0 9.0 5
Case 29-04 — TO-226AA (TO-92) — P-Channel
2M5460 1.0 1.0 75 1.0 7.0 2.0 40 075 8.0 1.0 5.0 7
2N5461 1.5 1.0 75 1.0 7.0 2.0 40 1.0 7.5 2.0 9.0 7
2MN5462 2.0 1.0 75 1.0 7.0 2.0 40 1.8 9.0 4.0 16 7

Table 27, JFET High-Frequency Ampliflers
The following is a listing of small-signal JFETs that are intended for hi-frequency applications. These are candidates for
VHF/UHF oscillaters, mixers and front-end amgplifiers.

Vas(off) Ipss
Rg Vis|@ 1 Rg Vos|@ f NF@ Rg = 1K | Y{BR)GSS Volts mA
Cige | Cres V(BR)GDO
mmhe pmho pF pF dB f Volts

Davice Min MHz Max MHz Max Max Max MHz Min Min Max Min | Max | Style
Case 29-04 — TO-226AA (TO-92) — N-Ghanne|
MPF102 | 15 100 200 100 7.0 3.0 - - 25 - 8.0 20 | 20 5
2n5488 | 25 100 75 100 5.0 1.0 3.0 100 25 0.3 3.0 10 | 50 5
2N5485 | 3.0 400 100 400 5.0 1.0 4.0 400 25 0.5 4.0 40 | 10 5
2N5486 | 3.5 400 100 400 5.0 1.0 4.0 400 25 2.0 6.0 80 | 20 5
J308 1210 | 100 | 250t1) | 100 7.5 2.5 1.5(10 | 100 25 1.0 6.5 12 80 5
Jane 1201 | 100 | 250(t) | 100 7.5 25 15010 | 100 25 1.0 4.0 12 | 30 5
J310 12(1) | 100 | 250(1) 100 7.5 2.5 1.5(1) 100 25 2.0 6.5 24 80 5

(1) Typical

Devices listed in bold, italic are Motorola preferred devices.

Small Signal Transistors, FETs and Diodes 5.1-18 Motorola Master Selection Guide




